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Inventia se refera la un procedeu pentru obtinerea de nanostructuri si implanturi
ionice, folosind materiale de puritate avansata.

Se cunosc procedee ce se refera la obtinerea materialelor pure prin topire in vid,
topire zonara etc., pentruimplantarea ionica, procedeul cunoscut foloseste un cuptor rezistiv
si un sector magnetic pentru deflexia ionilor, iar pentru nanostructuri se folosesc pulberi
metalurgice micronice i submicronice, obtinute pe cale chimica, direct din solutie, dupa o
ecuatie chimica dinainte stabilita.

Aceste procedee prezinta dezavantajul c3, prin aplicarea lor, implantarea ionica este
cu distributie aleatorie, iar nanostructurile sunt deformate; de asemenea, prezinta dezavan-
tajul ca materialele obtinute prin procedeele mentionate, chiar daca sunt in cantitate foarte
mare, sunt costisitoare.

Este cunoscuta, din brevetul US 5841235/1998, o metoda si o instalatie de producere
de fascicule pulsate de ioni, pentru implantare ionica a unui substrat semiconductor sau
conductor, ioni proveniti intr-o incinta vidata din descarcarea electrica intre un anod de des-
carcare ce are deschideri pentru niste electrozi de descarcare in forma de sarme din material
ce urmeaza a fi depus, conectate la potentialul negativ al unui generator de inalta tensiune,
aplicata, de preferinta pulsatoriu, prin intermediul unui circuit cu rezistori, ionii proveniti ca
urmare a descarcarii electrice intre ei si anodul prin gaurile caruia trec, fiind focalizati cu un
electrod anodic si accelerati de electrozi-sita catodici, prin care trec spre substratul pe care
sunt depusi, dispus la partea inferioara a instalatiei.

in brevetul US 3485666/1969, se prezintd o metoda de formare a unei acoperiri pe
substrat de siliciu prin depunere ionica, generarea de ioni fiind realizatd in interiorul unei
incinte partial vidata, prin intermediul unui cdmp de radiofrecventa generat de o bobina ce
inconjoara camera de descarcare electrica, iar controlul depunerii se face prin placile unui
condensator plasat de asemenea in exteriorul camerei de depunere, conectat la 0 sursa de
tensiune de radiofrecventa. Aceste metode de implantare ionicé nu arata insa posibilitatea
obtinerii de structuri nanometrice.

Problema tehnica pe care o rezolva procedeul conform inventiei consta in adaptarea
unui procedeu de obtinere a materialelor de inalta puritate, prin extragere de ioni, in camp
electric intens, din proba supusa purificarii, pentru obtinerea de nanostructuri in forma de
nanofire $i nanotuburi, simultan cu implantarea ionica controlata pe un substrat ales special.

Procedeul conform inventiei, de obtinere de nanostructuri si implanturi ionice, folo-
seste materiale de puritate avansatd si descarcarea electrica intre sarme metalice din
diverse materiale si un anod de descarcare electrica si de focalizare cu parti dispuse adia-
cent si simetric fatd de sédrmele metalice, intr-o incinta vidata, prin aplicarea unei diferente
de potential intre acesti electrozi, in regim continuu sau pulsatoriu, conform procedeului
cunoscut, cu control al depunerii ionilor pe un substrat de implantare ionica, realizat cu un
camp de radiofrecventd, cu particularitatea ca pentru obtinerea unor nanofire si a unor
nanotuburi, sdrmele metalice utilizate sunt in forma de microfire, iar diferenta de potential de
descarcare electrica este de circa 220 KV si aplicata in impulsuri de scurta durata, la o pre-
siune de circa 107° torr, ionii extrasi din microfire putand fi depusi pe un substrat de implan-
tare ionica cu control al depunerii, realizat prin camp condensator alternativ perpendicular
pe traiectoria ionilor. in acest mod, prin extractia ionilor de pe suprafata microfirului, se obtin
structuri pana la nanodimensiuni.

Procedeul conform inventiei prezinta urmatoarele avantaje:

- permite obtinerea de nanomateriale cu caracteristici tehnice deosebite;

- cantitatea de material este mare si se obtine in timp scurt;

- se pot obtine si materiale de inalta puritate, implantate ionic, simultan cu obtinerea
de nanostructuri.
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Inventia este prezentaté pe larg, in continuare, in legatura si cu figura care reprezinta
schema instalatiei de aplicare a procedeului.

Procedeul conform inventiei foloseste adaptarea unui procedeu de obtinere a mate-
rialelor de inalta puritate, prin extragere de ioni in camp electric intens, cu distributie radiala
din proba supusa purificarii, pentru obtinere de nanostructuri $i implanturi ionice.

Pentru aceasta, materialele de puritate avansata utilizate sunt folosite sub forma de
sarme metalice din diverse materiale, conectate la un electrod al unei surse de inalta ten-
siune, celalalt electrod fiind un anod de generare de camp electric si de focalizare cu parti
dispuse adiacent si simetric fata de sdrmele metalice, intr-o incinta vidata. Prin aplicarea unei
diferente de potential intre acesti electrozi, in regim continuu sau pulsatoriu, conform pro-
cedeului cunoscut, se pot extrage ioni din sarmele din care, prin extragere de electroni de
legatura interatomica, se pot extrage atomi ionizati in cdmpul electric generat de cei doi
electrozi dispusgi adiacent, care fiind pozitivati electric, sunt focalizati de parti anodice dispuse
simetricin raport cu sarma utilizata si dirijati catre un substrat de implantare ionica, cu control
al depunerii ionilor pe substratul respectiv, realizat cu un camp de radiofrecventa.

Pentru obtinerea unor nanofire si a unor nanotuburi, sdrmele metalice utilizate sunt
in forma de microfire, iar diferenta de potential de descarcare electrica este de circa 220 KV
si aplicata in impulsuri de scurta durat3, la o presiune ultrainalta, de circa 107 torr, ionii
extrasi din microfire putand fi depusi pe substratul de implantare ionica cu control al depu-
nerii, realizat prin cAmp condensator alternativ sau continuu perpendicular pe traiectoria ioni-
lor, ceea ce permite selectia ionilor de aceeasi specie. in acest mod, prin extractia ionilor
de pe suprafata microfirului, se obtin structuri pana la nanodimensiuni.

Pentru depunerea pe substrat a unor ioni de acelasi tip, fasciculul de ioni este trecut
printre armaturile unui condensator plan, alimentat la o tensiune continug, pentru ca deviatia
ionilor s& se faca dupa masa lor. Materialul obtinut poate fi prelucrat in forma de bare, de
exemplu, in cuptoare vidate, bare cilindrice ce pot fi laminate pana la grosimi foarte mici.

Instalatia de aplicare a procedeului se compune din o cavitate cilindrica 1, vidata, ce
poate fi de dimensiunile unei instalatii de laborator, semiindustrale sau industriale.

Sistemul de vidare al cavitatii include o pompa turbomoleculara 2, ce poate realiza
un vid ultrainalt, de pana la 107" torr, racordata printr-un robinet de vid comandat 3. Sursa
de inaltd tensiune stabilizata 4 este de 220 Kv si poate functiona in regim continuu sau in
regim de impulsuri, prin inchiderea unui comutator § si conectarea ei la un generator de
impulsuri 6 prin niste treceri de cable 7. La un electrod al sursei de inalta tensiune stabilizata
4 este conectata o proba 8 cilindrica, metalica, supusé extractiei ionice, in particular, puri-
ficarii, care, pentru obtinerea de nanostructuri, are forma de microfir metalic, celalalt electrod
al sursei de Tnalta tensiune stabilizata 4 fiind conectat la un anod 9 de extractie a ionilor gi
focalizare, intre acesta si proba 8 fiind creat campul electric 10. Pentru a evita descarcarile
electrice dintre proba 8 si anodul 9, se foloseste o grilad de supresie a curentului de ioni si
electroni. Pentru selectia ionilor trimisi spre un substrat de depunere ionica 14 si pentru
baleajul lor, se folosesc doi condensatori plani 11, dispusi perpendicular, conectati prin nisgte
treceri de cable 13 la o sursa de tensiune 12 cu generator de baleiaj, alimentata de la retea.
Pe substratul de depunere ionica 14 se pot obtine astfel metale pure, implantate ionic sau,
in particular, nanostructuri, de exemplu, nanosfere sau nanotuburi, ce pot fi integrate pe
spatii foarte mici prin tractare cu ajutorul generatorului de baleiaj pana la niveluri micronice
sau chiar mai mult, in functie si de frecventa generatorului de inalta tensiune si frecventa ten-
siunii de baleiaj. Instalatia mai are un capac 15 de etansare fixat printr-o garnitura de etan-
sare 16, folosit pentru introducerea probei si eventualele interventii in cazul unor defectiuni.
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Revendicare

Procedeu de obtinere de nanostructuri si implanturi ionice, folosind materiale de
puritate avansat3, folosind descarcarea electrica intre sdrme metalice din diverse materiale
si un anod de descarcare electrica si de focalizare cu parti dispuse adiacent si simetric fata
de sarmele metalice, intr-o incinta vidata, prin aplicarea unei diferente de potential intre
acesti electrozi, in regim continuu sau pulsatoriu, cu control al depunerii ionilor pe un sub-
strat de implantare ionica, realizat cu un camp electric deviator, caracterizat prin aceea ca,
pentru obtinerea unor nanofire si a unor nanotuburi, sdrmele metalice utilizate sunt in forma
de microfire, iar diferenta de potential de descarcare electrica este de circa 220 KV si apli-
cata in impulsuri de scurta durata, in conditii de vid ultrainalt, ionii extragi din microfire fiind
depusi pe un substrat de implantare ionica cu control al depunerii, realizat prin cdmp con-
densator continuu sau alternativ perpendicular pe traiectoria ionilor.
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